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L’objectif de cette étude est de contrôler en temps réel le dépôt de couches minces réalisées 

au moyen d’un réacteur à plasma en régime HiPIMS (High power impulse magnetron 

sputtering) grâce à la spectroscopie optique d’émission.  

Pour cela les mesures SOE ont été effectuées en fonction de la pression de travail, le 

pourcentage d’oxygène dans le mélange Ar/O2 et le temps de décharge pour en premier lieu 

observer une éventuelle hystérésis sur les raies d’émission de chaque espèce. Dans un 

deuxième temps, ces mesures sont corrélées avec l’épaisseur de deux séries de dépôts. 

D’autres dépôts ont été réalisés avec une température de chauffage du porte échantillon allant 

de température ambiante à 500°C afin d’étudier son influence sur la cristallinité des couches 

minces.  
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